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1. はじめに 

半導体デバイスの特性は，使用する材料，デバイスの形状，周囲温度などの動作環境によって

変化する．これらの関係は，電子工学や半導体工学などの授業で教えられているが，初学者にと

ってわかりやすい内容であるとは言えない．教育方法の一つとして，学生自身がデバイスを作製

し，測定を行う実習が有効であると考えられる．このため，我々は短時間でかつ低コストで作製

できる学生実験用半導体デバイスの開発をしている[1]．これまでにシリコン基板とアルミニウム

のみでショットキーバリヤダイオードを作製したところ，電流電圧特性に大きなばらつきが見ら

れるなど教材としての利用に問題があった．今回，基板，電極材料および作製プロセスを変更す

ることによって特性が改善されたので報告する． 

 

2. 実験 

基板には n 型シリコン基板を用いた．前処理として，

アセトン，イソプロピルアルコールによる有機洗浄，水

洗の後，希フッ酸を用いて酸化膜除去を行った．電極は

ショットキー電極，オーミック電極ともに真空蒸着で形

成し，電極形状はドットパターンとした．ショットキー

電極はチタンとアルミニウム，オーミック電極はアルミ

ニウムである．作製した試料を図 1に示す． 

  

3. 結果 

図 2 にバリヤメタルとしてチタンを導入したダイオー

ドと市販されているダイオードの電流電圧特性を示す．

今回の結果は，基板，電極材料，作製プロセスの差異が

デバイスの特性を左右する例として，実習で活用をする

予定である．  
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図 1 作製したダイオード 
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図 2 作製したダイオードの電流電圧特性 
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